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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor-based component having radiation-emitting properties. A glass substrate
(1)is provided comprising a first surface (2) and a second surface (1), wherein a semiconductor element (5) having radiation-emitting
properties is accommodated on the first surface (2). The invention further relates to a method for producing a semiconductor-based
component having the following steps: - providing a glass substrate (1), - applying a semiconductor element (5) to the first surface
(2) of the glass substrate. The invention further relates to a receptacle for a semiconductor-based component in which two electrical
contact surfaces (13) are provided that may be connected in an electrically conductive manner to contact surfaces (7) of the semi-
conductor-based component.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein halbleiterbasiertes Bauelement mit strahlungsemittierenden Eigenschaften. Da-
bei ist ein Glassubstrat (1) vorgesehen, welches eine erste Oberfldche (2) und eine zweite Oberfldche (3) aufweist, wobei auf der
ersten Oberfldache (2) ein Halbleiterelement (5) mit Strahlungsemittierenden Eigenschaften aufgenommen ist. Weiter betrifft die
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines halbleiterbasierten Bauelements, mit den folgenden Schritten: Bereitstellen eines
Glassubstrats (1), Aufbringen eines Halbleiterelements (5) auf der ersten Oberfldche (2) des Glassubstrats. Die Erfindung betriftt
weiter eine Aufnahme fiir ein halbleiterbasiertes Bauelement bei der zwei elektrische Kontaktfldchen (13) vorgesehen sind, welche
elektrisch leitend mit Kontaktfldchen (7) des halbleiterbasierten Bauelements verbindbar sind.
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STRAHLUNGSEMITTIERENDES HALBLEITERBAUELEMENT, AUFNAHME FUR EIN

STRAHLUNGSEMITTIERENDES HALBLEITERBAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES STRAHLUNGSEMITTIERENDEN HALELEITERBAUELEMENTS

Halbleiterbasiertes Bauelement, Aufnahme filir ein halbleiter-
basiertes Bauelement und Verfahren zur Herstellung einesg

halbleiterbasierten Bauelements

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldungen 102007046744.5 und 102008005345.7, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die vorliegende Anmeldung betrifft ein halbleiterbasiertes
Bauelement mit strahlungsemittierenden Eigenschaften, eine
Aufnahme fir ein halbleiterbasiertes Bauelement und ein Ver-

fahren zur Herstellung eines halbleiterbasierten Bauelements.

Halbleiterbagsierte Bauelemente mit strahlungsemittierenden
Eigenschaften, wie zum Beispiel Leuchtdioden, sind zumeist so
gebildet, dass in ein Gehduse aus einem Kunststoffmetallver-
bund oder in ein Geh&duse aus Keramik ein Halbleiterelement
mit strahlungsemittierenden Eigenschaften montiert oder ein-
gebettet ist. Wahrend eines Produktionsprozesses eines derar-
tigen halbleiterbasierten Bauelementes erfolgt die Montage
des Halbleiterelements in dem Geh&duse mittels eines Lotvor-

gangs oder eines Klebeprozesses.

Halbleiterelemente mit strahlungsemittierenden Eigenschaften
wie zum Beispiel Dinnfilm-Leucht-Dioden kénnen unterschieden
werden in vertikal von Strom durchflossene Halbleiterelemente
oder horizontal von Strom durchflossene Halbleiterelemente.
Bei Halbleiterelementen, welche in vertikaler Richtung von
gtrom durchflossen sind, ist die Montageflédche des halblei-
terbasierten Bauelements als ein einzelner elektrischer Kon-
takt ausgebildet. Ein zweiter elektrischer Kontakt ist auf
der strahlungsemittierenden Seite des Halbleiterelementes an-

geordnet. Dieser Kontakt wird tblicherweise mit einem Bond-
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draht kontaktiert. Halbleiterelemente mit horizontalem Stxrom-
fluss sind derart ausgebildet, dass auf der Montageflédche des
Halbleiterelementes zwel elektrische Kontakte ausgebildet

sind.

Insbesondere folgen bei einem vertikal von Strom durchflosse-
nen Halbleiterelement der erste und der zwelte elektrische
Kontakt in Richtung einer Fldchennormalen einer Haupterstre-
ckungsebene des Halbleiterelements aufeinander. Bei einem ho-
rizontal von Strom durchflossenen Halbleiterelement sind der
erste und der zweite elektrische Kontakt oder Bereiche des
ersten und zweiten elektrischen Kontakts in Draufsicht auf

die Haupterstreckungsebene nebeneinander angeordnet.

ZzweckmdRigerweise ist der Stromfluss insbesondere nicht aus-
schlieRlich vertikal oder horizontal. Vielmehr findet bei
vertikal stromdurchflossenen Halbleiterelementen vorzugweise
eine laterale Stromaufweitung statt. Beli horizontal strom-
durchflossenen Halbleiterelementen hat der Stromfluss inner-
halb des Halbleiterelements insbesondere zumindest stellen-
weise eine zur Flidchennormalen auf die Haupterstreckungsebene

parallele Komponente.

Unabhéngig von der Bauweise des Halbleiterelements selbst
wird in dem Gehduse durch Vergieflen mit einem transparenten
Harz oder einem anderen Einkapselungsmaterial das Halbleiter-
element zusdtzlich von &uReren Einfliissen geschiitzt. Eine
statische Stabilitdt und ein Schutz vor mechanischer Belas-
tung des Halbleiterelements erfolgt durch das Gehduse, wel-
ches das Halbleiterelement schiitzend und tragend umgibt.
Durch das ummantelnde Gehduse ergibt sich fir das Strahlungs-
emittierende halbleiterbasierte Bauelement eine Baugrdfie,

welche die GroRe des Halbleiterelementes selbst, weit ilber-
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schreitet. Dies steht einer welteren moglichen Miniaturisie-

rung der Bauelemente entgegen.

Es ist demzufolge die Aufgabe der Erfindung ein halbleiterba-
siertes Bauelement mit strahlungsemittierenden Eigenschaften

anzugeben, das eine weitere Miniaturisierung ermdglicht.

Diese Aufgabe wird durch ein Bauelement, eine Aufnahme und
ein Verfahren gemé&f den nebengeordneten Patentansprichen ge-
18st. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind
in den jeweils abhingigen Patentanspriichen angegeben. Der Of-
fenbarungsgehalt der Patentanspriiche wird hiermit ausdrick-

lich durch Riickbezug in die Beschreibung aufgenommen.

Es wird ein halbleiterbasiertes Bauelement mit strahlungs-
emittierenden Eigenschaften angegeben, bei dem ein Glassub-
strat vorgesehen ist. Ein halbleiterbasiertes Bauelement mit
strahlungsemittierenden Eigenschaften weist ein strahlungs-
emittierendes Halbleiterelement wie einen optoelektronischen
Halbleiterchip auf. Das Halbleiterelement weist insbesondere
eine Halbleiterschichtenfolge auf, beispielsweise eine epi-
taktische Halbleiterschichtenfolge, die eine zur Strahlungs-
erzeugung vorgesehene aktive Zone enthdlt. Die aktive Zone
enthdlt zweckmidRigerweise einen pn-Ubergang, eine Doppelhete-
rostruktur und/oder eine Quantentopfstruktur zur Strahlungs-

erzeugung.

Das Glassubstrat weist im Wesentlichen zweil Oberflédchen auf,
die einander gegeniiberliegend und insbesondere zueinander pa-
rallel angeordnet sind. Auf einer ersten Oberfldche des Glas-
substrates ist ein Halbleiterelement angeordnet, welches
strahlungsemittierende Eigenschaften aufweist. Das Halblei-

terelement ist auf dieser Oberflidche so angeordnet, dass die
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Strahlungsrichtung zum Glassubstrat hin und weiter in dieses
hinein gerichtet ist. Unter der Strahlungsrichtung wird vor-
liegend insbesondere eine zu einer Haupterstreckungsebene des
Halbleiterelements senkrechte Richtung verstanden, in welche
das Halbleiterelement im Betrieb elektromagnetische Strahlung
emittiert. Vorteilhaft ist, dass das Glassubstrat ein tragen-

des Element fiir das Halbleiterelement bildet.

Bel einer Ausgestaltung hat das halbleiterbasierte Bauelement
eine im Wesentlichen quadratische Grundform. Beil einer Wei-
terbildung hat es eine Kantenldnge von im Wesentlichen 3 mm.
Bei einer anderen Ausgestaltung hat es eine Dicke von im We-
sentlichen 0,85 mm. Bei einer weiteren Ausgestaltung sind die
lateralen Abmessungen des Bauelements gleich den lateralen

Abmessungen des Glassubstrats.

Bei einer Ausgestaltung ist das Halbleiterelement als Dinn-
film-Leuchtdiode ausgebildet. Fiir Halbleiterelemente mit ho-
rizontalem Stromfluss, insbesondere fir Dinnfilm-Leucht-
Dioden, bildet das Glassubstrat als tragendes Element einen
wesentlichen Vorteil, da im besonderen bei DUnnfilm-Leucht-
Dioden wahrend des Produktionsprozesses ein Aufwachssubstrat
abgetrennt wird. Dieses Aufwachssubstrat bildet wdhrend des
Produktionsprozesses das tragende Element fir diese Halblei-
terelemente. Durch das Abtrennen des Aufwachssubstrates wadh-
rend des Produktionsprozesses sind alternative Elemente er-
forderlich, welche tragende Eigenschaften aufweisen. Das
Glassubstrat bietet nicht nur tragende Eigenschaften, sondern

schiitzt das Halbleiterelement vor mechanischer Belastung.

Ein Grundprinzip einer Dinnfilm-Leucht-Diode ist beispiels-
weise in der Druckschrift I. Schnitzer et al., Appl. Phys.
Lett. 63 (16) 18. Oktober 1993, Seiten 2174 - 2176 beschrie-
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ben, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch Rickbe-
zug aufgenommen wird. Beispiele flr Dinnfilm-
Leuchtdiodenchips sind in den Druckschriften EP 0905797 A2
und WO 02/13281 Al beschrieben, deren Offenbarungsgehalt in-

sofern hiermit ebenfalls durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Dinnfilm-Leuchtdiode weist - ohne das Glassubstrat - bei
einer Ausgestaltung eine Dicke im Bereich von 20 pm oder we-

niger, insbesondere im Bereich von 10 um oder weniger auf;

Vorzugsweise ist sie frei von einem Aufwachssubstrat. Vorlie-
gend bedeutet ,frei von einem Aufwachssubstrat, dass ein ge-
gebenenfalls zum Aufwachsen einer Halbleiterschichtenfolge
der Diinnfilm-Leuchtdiode benutztes Aufwachssubstrat von der
Halbleiterschichtenfolge entfernt oder zumindest stark ge-
dinnt ist. Insbesondere ist es derart gediinnt, dass es fir
sich oder zusammen mit der Halbleiterschichtenfolge alleine
nicht freitragend ist. Der verbleibende Rest des stark ge-
diinnten Aufwachssubstrats ist insbesondere als solches fir

die Funktion eines Aufwachssubstrates ungeeignet; und

Bei einer Ausgestaltung enth&lt die Dunnfilm-Leuchtdiode min-
destens eine Halbleiterschicht mit zumindest einer Fl&ache,
die eine Durchmischungsstruktur aufweist, die im Idealfall zu
einer anndhernd ergodischen Verteilung des Lichtes in der
Halbleiterschichtenfolge fiihrt, das heifft, sie weist ein mdg-

lichst ergodisch stochastisches Streuverhalten auf.

Bei einer anderen Ausgestaltung ist an einer von dem Glassub-
strat abgewandten Hauptfldche einer strahlungserzeugenden
Halbleiterschichtenfolge der Dinnfilm-Leuchtdiode, bei der es
sich insbesondere um eine strahlungserzeugende Epitaxie-

Schichtenfolge handelt, eine reflektierende Schicht aufge-
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bracht oder ausgebildet, die zumindest einen Teil der in der
Halbleiterschichtenfolge erzeugten elektromagnetischen Strah-
lung in diese =zurtick und in Richtung des Glassubstrats re-

flektiert.

Eine dem Glassubstrat zugewandte Hauptfldche des Halbleiter-
elements ist bei einer Ausgestaltung des Bauelements frei von
elektrischen Anschlussflédchen, auch Kontakte oder Kontaktfla-
chen genannt. Bevorzugt sind zwei elektrische Anschlussflé-
chen, die zur n-seitigen und zur p-seitigen Kontaktierung des
Halbleiterelements vorgesehen sind, an einer von dem Glassub-

strat abgewandten Seite des Halbleiterelements angeordnet.

GemdR einer Weiterbildung des strahlungsemittierenden halb-
leiterbasierten Bauelements ist vorgesehen, auf der zweiten
Oberflédche des Glassubstrates ein optisches Element anzuord-
nen. Somit werden die emittierten Strahlen des Halbleiterele-
ments durch das Glassubstrat hindurch und ebenfalls durch das
optische Element hindurch emittiert. Mit dem optischen Ele-
ment lassen sich, je nach Verwendungszweck des strahlungs-
emittierenden halbleiterbasierten Bauelements und abhéngig
von den optischen Eigenschaften des optischen Elements ver-
schiedene Wirkungen erzielen. Mit einem optischen Element,
zum Beispiel ausgebildet als eine Linse, lé&sst sich ein ge-
bindelter Strahl bilden. Mit einem optischen Element, ausge-
bildet als optischer Diffusor lésst sich die emittierte
Strahlung streuen. Abhingig von der jeweiligen Verwendung des
halbleiterbasierten Bauelementes lassen sich so verschiedene
Eigenschaften ausbilden. Ein derart ausgebildetes strahlungs-
emittierendes halbleiterbasiertes Bauelement ist in Bezug auf
dessen GroRe frei skalierbar. Die erforderlichen Breiten- und
HoéhemafRe orientieren sich im Wesentlichen an den gewlinschten

optischen Eigenschaften.
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Zur Erzeugung von vorbestimmten Lichtfarben, beziehungsweise
von vorbestimmten Wellenlidngen der durch das halbleiterba-
sierte Bauelement emittierten Strahlung und insbesondere von
mischfarbigem Licht, ist geméf einer Weiterbildung des halb-
leiterbasierten Bauelements, zwischen dem strahlungsemittie-
renden Halbleiterelement und der ersten Oberfléche des Glas-
substrates eine Konversionsschicht angeordnet. Eine Konversi-
onsschicht wandelt die Wellenldnge der durch sie hindurch
tretenden Strahlen zumindest filir einen Teil der Strahlen. So
lassen sich Farbténe bilden die alleine durch die Strahlungs-
emission des Halbleiterelements nicht erzeugbar sind. So
lidsst sich zum Beispiel auf einfache und kostenglnstige Weise
weiRes Licht erzeugen, indem ein Halbleiterelement welches
blaues Licht emittiert, mit einer gelben Konversionsschicht

kombiniert wird.

GemiafR einer Weiterbildung des halbleiterbasierten Bauelemen-

tes mit strahlungsemittierenden Eigenschaften ist vorgesehen,
das Glassubstrat bezogen auf dessen erste Oberfléche gréler

auszubilden als dies zur Aufnahme des Halbleiterelementes er-
forderlich wdre und dabei zusdtzlich zumindest einen Montage-
sockel vorzusehen. Der Montagesockel weist eine Materialstér-
ke auf, welche der Gesamtdicke des Halbleiterelements gleicht
und ist ausgebildet, mechanische Belastungen, welche auf das
Glassubstrat beziehungsweilise auf das halbleiterbasierte Bau-
element wirken, aufzunehmen und an den Montageort abzuleiten.
Damit ist, in einem eingebauten Zustand, das Halbleiterele-

ment von mechanischen Belastungen rundum geschiitzt. Ein wei-
terer Vorteil dieser Weiterbildung ist dadurch gegeben, dass
auch in einem nicht eingebauten Zustand, das Halbleiterele-

ment vor abrasiven Belastungen etwas geschiitzt ist.
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GemédfR einer Weiterbildung des halbleiterbasierten Bauelements
mit strahlungsemittierenden Eigenschaften ist vorgesehen, zur
Vermeidung von Streulichtverlusten die von dem Halbleiterele-
ment nicht bedeckten Fldchen durch einen Spiegel zu bedecken.
Dieser ist beil einer Ausgestaltung direkt auf der ersten O-
berfliache des Glassubstrates aufgebracht und bedeckt ledig-
lich die von dem Halbleiterelement nicht bedecken Bereiche
der ersten Oberflidche. Somit sind, von fertigungstechnisch
bedingten Ausnahmen abgesehen, auf dem Glassubstrat entweder
strahlungsemittierende Flidchen, oder strahlungsreflektierende
Fl&chen ausgebildet. Wobel die strahlungsemittierenden Fla-
chen durch das Halbleiterelement gebildet sind und die strah-
lungsreflektierenden Flidchen, durch den Spiegel gebildet

sind.

Weiter wird eine Aufnahmeeinheit, im Folgenden kurz Aufnahme
genannt, angegeben, die vorgesehen ist das halbleiterbasierte
Bauelement aufzunehmen, welches gemidf dem vorstehend be-

schriebenen Prinzip ausgebildet ist.

Die Aufnahme welst dabeil zwel elektrische Kontakte auf, die
beschaltbar ausgefiihrt sind. Somit sind elektrische Signale
beziehungsweise ist elektrische Energie einem von der Aufnah-
me aufgenommenen halbleiterbasiertem Bauelement zufihrbar. In
GroRe und flichiger Ausbildung sind die elektrischen Kontakte
beil einer Ausgestaltung gleich den Kontaktelementen des Halb-
leiterelementes ausgefihrt. So ist durch Kleben mit einem
leitfgdhigen Klebstoff, oder durch Loten, ein elektrischer
Kontakt zwischen dem Halbleiterelement und der Aufnahme her-
stellbar. Die Kontaktelemente sind umgeben mit zumindest ei-
ner Sockelaufnahme, auf der der zumindest eine Montagesockel

aufnehmbar ist. Die Sockelaufnahme ist elektrisch neutral und
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bildet demzufolge keine elektrische Verbindung mit den elekt-

rischen Kontakten.

Weiter wird ein Verfahren zur Herstellung eines halbleiterba-
sierten Bauelementes angegeben. Das Verfahren umfasst die

folgenden Schritte.

Ein Schritt umfasst ein Bereitstellen eines Glassubstrats.
Ein drauffolgender zweiter Schritt umfasst das Aufbringen ei-
nes Halbleiterelementes auf einer ersten Oberfldche und das
Aufbringen eines optischen Elementes auf einer zweiten Ober-

fldche des Glassubstrats.

Das Verfahren l&sst sich auf eine Vielzahl von Glassubstraten
gleichzeitig anwenden, wobei ein Glaswafer vorgesehen ist,
auf dem parallel eine Vielzahl von Halbleiterbasierten Bau-
elementen gebildet wird. Ein Verfahrensschritt umfasst dann
das Vereinzeln der halbleiterbasierten Bauelemente des gesam-

ten Glaswafers.

Eine Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, ein halbleiter-
basiertes Bauelement mit strahlungsemittierenden Eigenschaf-
ten herzustellen, welches Strahlung einer vorbestimmten Wel-
lenlénge oder mischfarbiges Licht, wie zum Beispiel weifles
Licht, emittiert. Beispielswelse um Wellenlédngen zu erzeugen,
welche mittels bekannter Halbleiterwerkstoffe alleine nicht
erzeugbar sind, wird gem&f einer Weiterbildung vor dem Auf-
bringen des Halbleiterelementes eine Konversionsschicht auf
die erste Oberflidche des Glassubstrats aufgebracht. Dabei
findet bevorzugt ein Siebdruckverfahren oder ein Schablonen-

druckverfahren Anwendung.
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Fliir ein Halbleiterelement, dessen fl&chige Ausdehnung kleiner
ist als die erste Oberflédche des Glassubstrats, ist vorgese-
hen eine Spiegelschicht aufzubringen, die mittels eines foto-
technisch beeinflussten Sputter- oder Bedampfverfahren aufge-
bracht wird. Dabel wird die erste Oberflédche des Glassub-
strats fototechnisch, insbesondere mittels eine fotolithogra-
fischen Prozesses, vorbehandelt, so dass lediglich die Berei-
che mittels des Sputter- oder Bedampfverfahrens behandelbar
sind, welche von dem Halbleiterelement und einer eventuell

aufzubringenden Konversionsschicht unbedeckt bleiben.

Auf der zweiten Oberflédche des Glassubstrats wird das opti-
sche Element in eine alterungs- und temperaturstabile

Schicht, bevorzugt aus Silikon eingebracht.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand zweier Ausfihrungsbei-

spiele und unter 2Zuhilfenahme von 12 Figuren ndher erldutert.

Es zeigt die

Figur 1 das halbleiterbasierte Bauelement in einer ersten
Ausfihrungsform in einer schematischen Querschnitts-

darstellung,

Figur 2 das halbleiterbasierte Bauelement in einer zweiten
Ausfihrungsform in schematischer perspektivischer

Darstellung,

Figur 3 das halbleiterbasierte Bauelement der ersten Ausfiih-
rungsform in schematischer perspektivischer Darstel-

lung,
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Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figuren

das halbleiterbasierte Bauelement der ersten Ausfiih-
rungsform in schematischer perspektivischer Darstel-

lung,

einen Ausschnitt einer Aufnahme flir das halbleiterba-
sierte Bauelement gemidR der ersten Ausfihrungsform in

einer schematischen perspektivischen Darstellung,

das halbleiterbasierte Bauelement gemaid der ersten
Ausfihrungsform in der Aufnahme in einer schemati-

schen perspektivischen Darstellung, und

7 bis 12 schematische perspektivische Darstellungen
einzelner Verfahrensschritte eines Ausfiihrungsbei-
spiels eines Verfahrens zur Herstellung des halblei-

terbasierten Bauelement der ersten Ausfihrungsform.

Figuriibergreifend werden Elemente mit gleichen Funktionen mit

gleichen Bezugszeichen versehen. Die Figuren und die Grofen-

verhdltnisse der in den Figuren dargestellten Elemente unter-

einander sind nicht als maRstédblich zu betrachten. Vielmehr

kénnen einzelne Elemente zur besseren Darstellbarkeit

und/oder zum besseren Verstédndnis Ubertrieben grofd darge-

stellt sein.

Figur 1

zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel eines halbleiterbasie-

renden Bauelementes mit strahlungsemittierenden Eigenschaften

gemdR dem vorstehend beschriebenen Prinzip. Dabei ist als

tragendes Element ein transparentes Glassubstrat 1 vorgese-

hen. Dieses Glassubstrat 1 weist eine erste Oberfl&che 2 und

eine zweite Oberfléche 3 auf. Auf der ersten Oberfldche 2 ist

eine Konversionsschicht 4 aufgebracht, auf welcher ein Halb-

leiterelement 5 aufgenommen ist. Das Halbleiterelement 5



WO 2009/039829 - 12 - PCT/DE2008/001533

weist strahlungsemittierende Eigenschaften auf und ist derart
auf der Konversionsschicht 4 angeordnet, dass die Strahlungs-
richtung 6 durch die Konversionsschicht 4 hindurch und ebenso

durch das Glassubstrat 1 hindurch gerichtet ist.

Bevorzugt ist das Halbleiterelement 5 als Dinnfilm-Leucht-
Diode ausgefithrt und umfasst an der vom Glassubstrat 1 abge-
wandten Oberfldche zumindest zwei elektrisch leitende Kon-
taktfldchen 7 iber die das Halbleiterelement 5 mit elektri-
scher Energie versorgt wird. Das Halbleiterelement 5 bedeckt
bei dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel nicht die gesamte
erste Oberfldche 2 des Glassubstrates 1. Die verbleibenden
Bereiche der ersten Oberflédche 2 des Glassubstrates 1 sind
mit einem Spiegel 8 bedeckt. Der Spiegel 8 bewirkt, dass
Streulichtanteile 9, welche durch Reflektion in Richtung der
ersten Oberflidche 2 zuriickgeleitet werden, an dem Spiegel 8
ebenso wieder in die Strahlrichtung 6 und damit in Richtung
der zweiten Oberfldche 3 geleitet werden. Somit ist Streu-

lichtverlust vermindert.

An den &uReren Rindern der ersten Oberfldche 2 sind Montage-
sockel 10 ausgebildet, durch welche das halbleiterbasierte
Bauelement in einer Aufnahme stabil festgelegt werden kann.
Die Montagesockel 10 sind dergestalt ausgeflihrt, dass das ge-
samte halbleiterbasierte Bauelement durch die Montagesockel
10 an dem Einbauort getragen ist. So sind mechanische Belas-

tungen am Halbleiterelement 5 vermieden.

Auf der zweiten Oberfldche 3 des Glassubstrats 1 ist ein op-
tisches Element 11 aufgenommen. Das Ausfiihrungsbeispiel zeigt
das optische Element 11 in Form einer Fresnellinse. Mittels
des optischen Elements 11 in Form einer Fresnellinse ist ein

geblindelter Strahl erzeugbar. Das halbleiterbasierte Bauele-
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ment ist aber nicht auf dieses Ausfiihrungsbeispiel begrenzt,
vielmehr sind optische Elemente mit anderen Eigenschaften
verwendbar, wie zum Beispiel ein optischer Diffusor. Dies ist
lediglich abhingig von dem Verwendungszweck des halbleiterba-

gsierten Bauelements.

Die Figur 2 zeigt das halbleiterbasierte Bauelement mit
strahlungsemittierenden Eigenschaften in einer zweiten Aus-
fiihrungsform, bei der das Halbleiterelement 5 nahezu die ge-
samte erste Oberfldche 2 des Glassubstrates 1 einnimmt. Diese
Ausfiihrungsform ist gebildet, wenn das Glassubstrat 1 und
dessen fldchige Ausdehnung an der ersten Oberfléche 2, nahezu
der flachigen Ausdehnung des Halbleiterelements 5 entspricht.
Im Gegensatz zu dem ersten Ausfihrungsbeispiel aus der Figur
1 ist in diesem Ausfiithrungsbeispiel die Anordnung von Monta-
gesockeln 10 oder die Anordnung eines Spiegels 8 nicht erfor-
derlich.

Die Figur 3 zeigt das erste Ausfihrungsbeispiel des halblei-
terbasierten Bauelements in einer perspektivischen Darstel-
lung. Die Blickrichtung ist auf die erste Oberfléche 2 des

halbleiterbasierten Bauelementes gerichtet.

Auf dieser Oberfldche sind das Halbleiterelement 5, die Kon-
versionsschicht 4, der Spiegel 8 und die Montagesockel 10 an-
geordnet. Mittig auf der ersten Oberflédche 2 des Glassub-
strats 1 ist einer kreisrunden Form folgend, die Konversions-
schicht 4 angeordnet, auf welcher das Halbleiterelement 5 be-
vorzugt mittig angeordnet ist. Das Halbleiterelement 5 weist
seinerseits elektrisch leitende Kontaktfldchen 7 auf, die
vorgesehen sind an einem Einbauort das Halbleiterelement 5

mit elektrischer Energie zu versorgen. Die kreisrunde Konver-
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sionsschicht 4 umgebend, ist ein Spiegel 8 aufgebracht, zur

Verminderung von Streulichtverlusten.

Das CGlassubstrat 1 ist bevorzugt in einer quadratischen
Grundform ausgefiihrt und umfasst zumindest einem Montageso-
ckel 10 in jedem Eckbereich der ersten Oberflédche 2 des Glas-
substrats 1. Mittels der Montagesockel 10 wird das halblei-~
terbasierte Bauelement an einem Einbauort fixiert. Dabei wer-
den mechanische Krafte, die auf das halbleiterbasierte Bau-
element an einem Einbauort wirken tber die Montagesockel 10
abgeleitet, so dass das Halbleiterelement 5 vor mechanischer
Belastung geschiitzt ist. Das in der Figur 3 dargestellte
halbleiterbasierte Bauelement hat eine im Wesentlichen quad-
ratische Grundform mit einer Kantenldnge von im Wesentlichen
3 mm und eine Dicke von im Wesentlichen 0,85 mm. Das vorste-
hende beschriebene Prinzip ist jedoch nicht auf diese &duleren
Abmessungen begrenzt. Vielmehr ist einer der Vorteile darin
zu sehen, dass die GroRe eines einzelnen halbleiterbasierten
Bauelementes nach dem vorstehend beschriebenen Prinzip ledig-
lich durch die Anforderungen an die optischen Eigenschaften

bestimmt ist.

Die Figur 4 zeigt das erste Ausfihrungsbeispiel welches auch
in der Figur 1 und der Figur 3 gezeigt ist in einer perspek-
tivischen Darstellung. Die Blickrichtung in dieser Darstel-

lung ist auf die zweite Oberflédche 3 des Glassubstrats 1 ge-
richtet. Auf der zweiten Oberfldche 3 ist das optische Ele-

ment 11 aufgenommen. Im Ausfiihrungsbeispiel ist das optische
Element 11 gemdf einer Linse ausgefiihrt. Das Ausfithrungsbei-

spiel zeigt eine Fresnellinse.

Figur 5 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel einer Aufnahme fir ein

halbleiterbasiertes Bauelement gemdR den Ausfithrungsbeispie-
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len aus den Figuren 1, 3 oder 4, beil dem auf einer Leiter-
platte 12 zumindest zwei elektrisch leitenden Kontakte 13 an-
geordnet sind. Diese Kontakte sind mittels zuflihrender Lei-
terbahnen mit elektrischen Signalen oder elektrischer Energie
beschaltbar. Damit ist eine Beschaltung der elektrischen Kon-
takte 7 des Halbleiterelementes 5 in einem montierten Zustand
des halbleiterbasierten Bauelementes moglich. Das halbleiter-
basierte Bauelement und die Aufnahme sind auf einander abge-
stimmt, so dass die elektrischen Kontaktfl&chen 7 des Halb-
leiterelements 5 mit den elektrischen Kontakten 13 zusammen-
wirken. An der Aufnahme sind Sockelaufnahmen 14 angeordnet,
die mit den Montagsockeln 10 des halbleiterbasierten Bauele-
ments zusammenwirken. Demzufolge sind die elektrischen Kon-
takte 13 in der Aufnahme mittig angeordnet und sind von So-
ckelaufnahmen 14 so umgeben, dass jeder Montagesockel 10 auf
einer Sockelaufnahme 14 durch einen Klebevorgang oder einen
Lotvorgang oder andere kraftschllissige Verfahren aufnehmbar

ist.

Ein an der Aufnahme angeordnetes halbleiterbasiertes Bauele-
ment zeigt die Figur 6 in einer perspektivischen Darstellung.
Dort ist gezeigt, dass jeder Montagesockel 10 auf je einer

Sockelaufnahme 14 angeordnet ist.

Die Figuren 7 bis 12 beschreiben in einzelnen Verfahrens-
schritten ein Herstellungsverfahren am Beispiel eines einzel-
nen halbleiterbasierten Bauelements gemdfs dem vorstehend be-
schriebenen Prinzip und gemdR dem vorstehend beschriebenen

ersten Ausfihrungsbeispiel.

In Figur 7 ist ein transparentes Glassubstrat 1 gezeigt, das
eine quadratischen Grundform aufweist. Das beschreibt bereits

die Form, welche ein einzelnes halbleiterbasiertes Bauelement
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aufweist. Insbesondere sind die lateralen Abmessungen des
Bauelements gleich den lateralen Abmessungen des Glassub-

strats.

Ein optimiertes Produktionsverfahren zur Herstellung vorste-
hend beschriebener halbleiterbasierter strahlungsemittieren-
der Bauelemente sieht vor, eine Vielzahl von solchen Glassub-
straten gleichzeitig auf einem Glaswafer zu bearbeiten. Der
Glaswafer wird dann in einem vorbestimmten Teilschritt des
Herstellungsverfahrens vereinzelt, so dass einzelne Elemente
gebildet sind. Zum besseren Verstdndnis des Herstellungsver-
fahrens ist das Verfahren anhand eines einzelnen Elements ge-

zeigt.

Ausgehend von dem Glassubstrat 1 wird, dargestellt in Figur
8, durch einen Sputterprozess oder einen Aufdampfprozess eine
Spiegelschicht zur Bildung des Spiegels 8 an der ersten Ober-
fldche 2 des Glassubstrats 1 aufgebracht. Diesem Prozess ist
ein fotolithografisches Verfahren vorangestellt um Oberfl&-
chenbereiche zu definieren, welche keine Spiegelbeschichtung

erhalten sollen.

AnschlieRend wird, gezeigt in Figur 9, auf die erste Oberflad-
che 2 des Glassubstrats 1, beispielsweise auf einen Teilbe-
reich der ersten Oberfldche 2, eine Konversionsschicht 4 auf-
gebracht. Die Konversionsschicht 4 wird mittels eines Sieb-
druck- oder Schablonendruckverfahrens aufgebracht. Vorliegend
wird ein von dem Spiegel 8 unbedeckter Mittelbereich der ers-
ten Oberfldche 2 mit der Konversionsschicht 4 beschichtet.

Der Spiegel 8 ist von der Konversionsschicht 8 vorliegend un-

bedeckt.
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Anschliefend erfolgt, gezeigt in Figur 10, mittels eines -

beispielsweise fotolithografisch unterstiitzten - galvanischen
Prozesses das Aufbringen der Montagesockel 10, jeweils an den
Eckbereichen des Glassubstrats 1. Die Montagesockel 8 werden

beispielsweise auf Randbereiche des Spiegels 8 aufgebracht.

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt, dargestellt in Fi-
gur 11, wird nunmehr die zweite Oberfléche 3 mit dem opti-

schen Element 10 versehen. Das optische Element 10 wird dabei
in eine alterungs- und temperaturstabile Schicht zum Beispiel

aus Silikon eingebracht.

Der in Figur 12 dargestellte Arbeitsschritt umfasst das Auf-
bringen des Halbleiterelements 5 auf die Konversionsschicht
4. Das Halbleiterelement 5, welches als DUinnfilm-Leucht-Diode
ausgebildet ist, umfasst bereits Kontaktfldchen 7 zum An-
schluss und zur Bildung eines elektrischen Xontakts Ffiir die
elektrische Energieversorgung des Halbleiterelements. Die
Dinnfilm-Leucht-Diode ist in einem weiteren Herstellungsver-
fahren produziert und wird bei dem zuletzt beschriebenen Ver-

fahrensschritt auf dem Glassubstrat 1 angeordnet.
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Patentanspriiche

1. Halbleiterbasiertes Bauelement mit strahlungsemittierenden
Eigenschaften,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Glassubstrat (1) vorgesehen ist, welches eine erste Ober-
fldche (2) und eine zweite Oberfléche (1) aufweist,

wobei auf der ersten Oberflidche (2) ein Halbleiterelement (5)

mit strahlungsemittierenden Eigenschaften aufgenommen ist.

2. Halbleiterbasiertes Bauelement, nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf der zweiten Oberflache (2) ein optisches Element (11)

aufgenommen ist.

3. Halbleiterbasiertes Bauelement, nach einem der Patentan-
spriche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen der ersten Oberfldche (2) und dem strahlungsemittie-
renden Halbleiterelement (5) eine Konversionsschicht (4) an-

geordnet ist.

4. Halbleiterbasiertes Bauelement, nach einem der vorherge-
henden Patentanspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

auf der ersten Oberfldche (2) zumindest ein Montagesockel

(10) aufgenommen ist.

5. Halbleiterbasiertes Bauelement, nach einem der vorherge-
henden Patentanspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass
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die erste Oberfldche (2) von dem Halbleiterelement (5) und

einem Spiegel (8) bedeckt ist.

6. Halbleiterbasiertes Bauelement, nach einem der vorherge-
henden Patentanspriliche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Halbleiterelement (5) zumindest zwei elektrisch leitende
Kontaktfldchen (7) an der von der ersten Oberfldche (2) des

Glassubstrats (1) abgewandten Seite aufweist.

7. Aufnahme flir ein halbleiterbasiertes Bauelement, gemifR eil-
nem der Patentanspriche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

zweil elektrische Kontaktflédchen (13) vorgesehen sind, welche
elektrisch leitend mit den Kontaktfldchen (7) verbindbar
sind,

und dass zumindest eine Sockelaufnahme (14) vorgesehen ist,

auf welcher der Montagesockel (10) aufgenommen werden kann.

8. Verfahren zur Herstellung eines halbleiterbasierten Bau-
elements, mit folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines Glassubstrats (1), und

- Aufbringen eines Halbleiterelements (5) auf einer ersten

Oberflédche (2) des Glassubstrats (1).

9. Verfahren nach Patentanspruch 8,
gekennzeichnet durch
ein Aufbringen einer Spiegelschicht (8) auf der ersten Ober-

fldche (2).

10. Verfahren nach einem der Patentanspriche 8 oder 9,

gekennzeichnet durch
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ein Aufbringen eines optischen Elements (11) auf einer zwei-

ten Oberfldche (3) des Glassubstrats (1).

11. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 8 bis 10,
gekennzeichnet, durchein Aufbringen einer Konversionsschicht
(4) zwischen der ersten Oberfldche (2) des Glassubstrats und

dem Halbleiterelement (5).

12. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Spiegelschicht (8) mittels eines fototechnisch beein-
flussten Sputter- oder Bedampfverfahrens aufgebracht ist
und/oder die Konversionsschicht (4) mittels eines Siebdruck-

oder Schablonendruckverfahrens aufgebracht ist.

13. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest ein Montagesockel (10) mittels eines galvanischen
Verfahrens auf der ersten Oberfldche (2) des Glassubstrats

(1) aufgebracht ist.

14. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
das optische Element (11) in eine alterungs- und temperatur-

stabile Schicht eingebracht ist.

15. Verfahren nach Patentanspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die alterungs- und temperaturstabile Schicht aus Silikon ge-

bildet ist.
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